Feldeffekttransistoren

Allgemeines:

-Unipolares Bauelement

-Entdeckung: Ende 1920er (Dr. Julius Lilienfeld) Ve s D
-Serienreife: 1960 durch Si-HL Technologie ' G J"u.l" S
-Haufigste Form: MOSFET

p-Kanal
-Anwendung in der Digitaltechnik wegen geringer Verlustleistung
-Spannungsgesteuert i
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Funktion: p-Kanal MOSFET

Die Gate-Spannung erzeugt einen Inversionskanal aus Minoritatstragern unterhalb des
Gates. Dieser verbindet die beiden Wannen von Drain und Source, der Transistor leitet. Dazu
muss die Gate-Spannung jedoch groRer als die Schwellenspannung Uy, sein.
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-bevorzugter Einsatz von Feldeffekttransistoren in Digitalschaltungen
18 n-MOS

-Modellierung von Stromquellen

CMOS-Inverter

Vcce Vcc
e1-0| 4
&2 . g
e1—| -I
NOR NAND CMOS-Flip-Flop

Quellen: Siehe Folien Feldeffekttransistoren SS2014



